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TÓM TẮT  

Trong bài báo này, chúng tôi trình bày một phương pháp mới để xác định nồng độ 

vô cùng thấp của các phân tử bằng cách sử dụng đầu dò tán xạ Raman tăng cường 

bề mặt (SERS) trên nền vật liệu silic xốp (PSi) có phủ các hạt nano bạc (AgNPs). 

Trên bề mặt PSi do được phủ các liên kết Si-H, liên kết này có tác dụng khử các ion 

Ag+ để hình thành các nguyên tử Ag, sau đó các nguyên tử Ag kết hợp với nhau 

thành hạt nano Ag với mật độ cao của các vùng "điểm nóng". Đế SERS AgNPs/PSi 

với hiệu suất tăng cường cao được đánh giá qua việc xác định các phân tử chất 

màu methyl da cam (MO) với các nồng độ khác nhau trong khoảng từ 10-3 M tới 10-

11 M. Hệ số tăng cường (EF) của đế SERS AgNPs/PSi đạt khoảng 3x1011 tại nồng độ 

10-11 M. Giới hạn phát hiện (LOD) thu được 10-12 M đối với các phân tử MO. Các kết 

quả này mở ra triển vọng trong lĩnh vực cảm biến khi sử dụng đế SERS 

AgNPs/PSi. 

Từ khóa: hạt nano bạc, methyl da cam, SERS; silic xốp. 
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ABSTRACT 

In this paper, we present a novel method for ultra-low molecule detection process 

based on silver nanoparticles/porous silicon (AgNPs/PSi) SERS active substrate. 

PSi was fabricated by an electrochemical etching method which precisely control 

current density and etching time via computer software. Then PSi was 

immediately immersed into a solution AgNO3/C2H5OH with a concentration of 10-

3M. Due to the abundant Si-H bonds on the PSi surface, Ag+ ions can be easily 

reduced to AgNPs with high density of “hot spot” regions. The SERS ability of 

such substrates was evaluated using ethanolic solutions of methylene orange (MO) 

with concentrations ranging from 10 -3 M to 10-11M. The enhancement factor (EF) of 

AgNPs/PSi SERS active substrate is about 3x1011 at a concentration of 10 -11 M. The 

limit of detection (LOD) of MO molecules in ethanolic solutions is as low as 10 -12 M. 

These results show that AgNPs/PSi SERS active substrates have prospect of sensor. 

Keywords: Methylene orange, porous silicon, SERS, silver nanoparticles. 
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